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Uktad wyprowadzen

4 1
5 2
1 - wejscie

2 - wejscie taczone z masg uktadu
3 - masa ukfadu

4 - wyjscie taczone z masg uktadu
5 - wyjscie

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q
- impedancja obcigzenia : 50 Q

Parametr Wartos¢ |Jednostka
Czestotliwos¢ srodkowa (fo) ~313 MHz
Szeroko$¢ pasma przepustowego (3dB) > 300 kHz
Ttumiennos$¢ wtraceniowa przy (fo) 8 dB
Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci

Tlumiennos¢ wzgledna

dolne pasmo zaporowe 303 + (fo - 3,1) MHz >30 dB
gorne pasmo zaporowe (fo + 3,1) + 323 MHz >30 dB
Dobro¢ (Q) z obcigzeniem 50 Q 1500 -
Temperatura kompensacji (To) 70 °C
Temperaturowy wspétczynnik czestotliwosci 0,032 ppm/°c2
(TWCz2)

Materiat podtoza Kwarc 36°YX

CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWE

xHM 888 EE5.81E 8b QeSS -t 8b €r8.5- I[SN8b 6L 20l HaT

A

L [HAIAHHAM
sHM 5% .SHE

| e

LAl /

W

| {]f\ .
ST |

\
|

i

W U “ T “\J
sHM 806 888.£8€ q0T2 sHM BOB B85.£0E¢ TRATS
TRH LOG 3 dBAREF ~7,213 dB L=7.2248 dB 312,720 600 MHz
v
MARKER] 1
312, T2 MHz &
"\
\,
\A N
/ \ N
/ v
TN
f
|
[ N
START 311.780 098 MHz STOP 313.708 062 MHz

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH

Wolczyriska 133, 01-919 WARSZAWA




